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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年3月11日(2010.3.11)

【公表番号】特表2009-532687(P2009-532687A)
【公表日】平成21年9月10日(2009.9.10)
【年通号数】公開・登録公報2009-036
【出願番号】特願2009-503487(P2009-503487)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  23/225    (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  31/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  23/225   　　　　
   Ｇ０１Ｒ  31/00    　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/13    １０１　
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３５２　

【手続補正書】
【提出日】平成22年1月19日(2010.1.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オプトエレクトロニックモジュール（１０）を試験するための装置であって、
　ａ．電磁ビーム又は粒子ビーム（１５）を生成するための第１の源（１１）と、
　ｂ．前記オプトエレクトロニックモジュールを照射するための第２の源（１２）と、
　ｃ．検出器（１３、１３ａ、１３ｂ、１３ｃ、１３ｄ、１３ｅ）とを含む装置。
【請求項２】
　前記第１の源を用いて、試験結果を生成し、前記第２の源を用いて、欠陥（１０７）を
測定可能とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記オプトエレクトロニックモジュールに入射した照射光が、前記オプトエレクトロニ
ックモジュールの複数の画素を含む領域内で実質的に均一の強度を有するように、前記第
２の源が形成され、配置されている請求項１又は２記載の装置。
【請求項４】
　前記第２の源が、少なくとも１つのＬＥＤ（１２０）を含む請求項１～３のいずれか１
項記載の装置。
【請求項５】
　前記オプトエレクトロニックモジュールが、シリコン及び／又はアモルファスシリコン
を含む請求項１～４のいずれか１項記載の装置。
【請求項６】
　前記オプトエレクトロニックモジュールが、スクリーンのベースプレートであり、前記
ベースプレートが、複数の薄膜トランジスタ（１０３）、複数の電極（１０４）及び複数
のキャパシタ（１０５）を含む請求項１～５のいずれか１項記載の装置。
【請求項７】
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　前記第２の源が、前記オプトエレクトロニックモジュールの上又は前記オプトエレクト
ロニックモジュールの下のいずれかに配置されている請求項１～６のいずれか１項記載の
装置。
【請求項８】
　前記オプトエレクトロニックモジュールに適用された接触要素により、前記装置と電気
的に接触するための接触部を備えた試験ユニット（１８）、及び前記試験ユニットで電気
信号を生成するための電気回路を含む請求項１～７のいずれか１項記載の装置。
【請求項９】
　前記第２の源をスイッチオン及びスイッチオフし、且つ／又は前記第２の源を、前記試
験ユニットに印加された電気信号と同期させるための前記第２の源の制御ユニットを含む
請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１の源が、粒子ビームを生成するための粒子ビーム源であり、前記第１の源から
の前記ビームを用いて、前記検出器により測定される２次粒子を生成する請求項１～９の
いずれか１項記載の装置。
【請求項１１】
　前記オプトエレクトロニックモジュールを保持するためのプラットフォーム（９）を含
み、前記第２の源が、前記オプトエレクトロニックモジュールを搬送するためのプラット
フォーム（９）下に配置されている請求項１～１０のいずれか１項記載の装置。
【請求項１２】
　前記第２の源が、可視スペクトルの光、特に、赤色光を提供する請求項１～１１のいず
れか１項記載の装置。
【請求項１３】
　前記オプトエレクトロニックモジュールの画素にストアされた電圧を測定するための電
気測定回路を含み、前記電気測定回路が、前記オプトエレクトロニックモジュールの接触
要素に接続されている請求項１～１２のいずれか１項記載の装置。
【請求項１４】
　オプトエレクトロニックモジュールを試験する方法であって、
　ａ．前記オプトエレクトロニックモジュールを照射する工程と、
　ｂ．電磁ビーム又は粒子ビームを、前記オプトエレクトロニックモジュールに指向する
工程と、
　ｃ．前記オプトエレクトロニックモジュールに電圧を印加する工程と、
　ｄ．前記オプトエレクトロニックモジュールの欠陥を検出する工程とを含む方法。
【請求項１５】
　前記電磁ビーム又は粒子ビームが、第１の源により生成され、前記照射が、第２の源を
用いて実施される請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記オプトエレクトロニックモジュールが、薄膜トランジスタを含み、前記検出が時間
の間隔をおいてのみなされ、前記オプトエレクトロニックモジュールの欠陥のない薄膜ト
ランジスタの電圧が、前に印加された電圧の４０％以下降下している請求項１４又は１５
記載の方法。
【請求項１７】
　前記オプトエレクトロニックモジュールの複数の画素の電圧を測定する工程を含み、平
均電圧が、前記複数の画素での圧力の測定結果に基づいて計算され、各画素の前記電圧の
測定値が、前記平均電圧と比較され、前記測定された電圧が、前記平均電圧から限定パー
センテージを超えて変位している場合、画素は、検出可能と分類される請求項１４～１６
のいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　前記照射が、前記ビームの配置前及び最中、且つ／又は前記検出の前及び最中になされ
る請求項１４～１７のいずれか１項記載の方法。
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【請求項１９】
　前記照射が、１００μｓ～０．５ｓの時間の間隔でなされる請求項１４～１８のいずれ
か１項記載の方法。
【請求項２０】
　前記照射が、時間の間隔をおいてのみなされ、前記オプトエレクトロニックモジュール
の欠陥のない薄膜トランジスタの電圧が、前に印加された電圧の２０％以下降下している
請求項１４～１９のいずれか１項記載の方法。
【請求項２１】
　前記オプトエレクトロニックモジュールの照射の前に、前記ビームを指向し、前記ビー
ムを指向する前に、前記照射を完了する請求項１４～２０のいずれか１項記載の方法。
【請求項２２】
　前記オプトエレクトロニックモジュールの複数の画素を含む領域内に入射した照射が、
実質的に均一であるように、前記照射を実施する請求項１４～２１のいずれか１項記載の
方法。
【請求項２３】
　電圧を前記オプトエレクトロニックモジュールに印加することにより、駆動が実行され
、前記駆動と前記検出の間に待機時間がある請求項１４～２２のいずれか１項記載の方法
。
【請求項２４】
　前記オプトエレクトロニックモジュールの照射強度が、約５００～１，５００　１ｘと
なるように、前記照射を実施する請求項１４～２３のいずれか１項記載の方法。
【請求項２５】
　前記検出が、前記オプトエレクトロニックモジュールで、電子ビームにより生成された
２次電子を測定する工程を含み、前記試験が、真空チャンバでなされる請求項１４～２４
のいずれか１項記載の方法。
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